
BDY20 

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy 

Firma: PHILIPS 

Wykonanie: tranzystor krzemowy dyfuzyjny 
n-p-n w obudowie metalowej TO-3, kolektor 
połączony z obudową 

Zastosowanie: układy wzmacniaczy Hi-Fi, układy 
przetwarzania sygnałów 

Typy podobne: BD130 

Rys. 1-410. BDY20 

Wartości charakterystyczne0 

min typ max 
IcBO 3 - io- 3 5 mA przy IE = 0, UCB = 100 V 
IcE 0 0,7 mA przy IB = 0, UCE = 30 V 
IcEX 4- 10" 3 5 mA przy -UBE = 1,5 V, UCE = 100 V 
IcEX 0,3 10 mA przy -UBE = 1,5 V, UCE = 100 V, tj = 150°C 
IEBO 1- io- 6 5 mA przy Ic = 0, ( /JJ = 7 V 
Ube 1,1 1,8 V przy Ic = 4 A, UCE = 4 V 
UcE sat 0,4 1,1 V przy Ic = 4 A, IB — 0,4 A 
UcEK 3 V przy Ic = 10 A, IB = wartości, dla której 

Ic = 11 A, UCE = 5 V 
^21E 20 70 przy Ic = 4 A, UCE = A V 
Cc 250 pF przy 4 = 4 = 0, t /C B = 20 V, / = 1 MHz 
f r 1 MHz przy / c = 1 A, t/C E = 4 V, / = 1 MHz 
fhlle 9 kHz przy 7C = 1 A, £/CjE = 4 V 

^21Ei 
1 , 6 2 ) przy 7C = 0,4 A, UCB = 4 V 

^21 El 
7 

1,32) przy 7C = 4 A, t/C E = 4 V 
"21E2 
ti 0,4 [AS 
>r 2 [AS 
's 2 [AS 
>f 2,5 [AS 

I 

i max 9,5 
'.0.9 

42 
10 

13 
U 

" t j = 25°C 
2 i warunek dobierania pa rami dla 2 x B D Y 2 0 



BDY20 

Wartości graniczne 

UcBO max 100 V P 1 tot max 1154) W 

UcEO max 6 0 V 0 max 200 ° C 

U CER max 7 0 3 ) V Rth j~a max 4 0 ° c / w 
^ E l i O max 7 V ^•thj—c max 1,5 ° c / w 
Ic max 15 A R-th c~r max 0,55) ° c / w 
' c m max 15 A Rth c~r max 0 , 7 5 6 ) ° c / w 
~ I e M max 15 A {stg — 65-v- + 200 °c 

3> Rbe = 100 Cl 
4> tcase = 25°C 
51 z doda tkowym chłodzeniem 
6 ) z doda tkowym chłodzeniem i podk ładką mikową 56201 e 
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Rys. 1-411. Układ pomiarowy czasów przełączania 

BDYZO 
Kt/,j-c=r(t) 

10-1 W3 W'2 W 100 10' t[s] 102 

Rys. 1-412. Zależność czasowa rezystancji termicznej R t h j - C 



Rys. 1-413. Zależność napięcia kolektora 
od rezystancji RBE 
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Rys. 1-414. Charakterystyki wyjściowe 

Rys. 1-415. Charakterystyki wyjściowe 
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Rys. 1-416. Charakterystyka sterowania na-
pięciowego 



Rys. 1-417. Charakterystyka sterowania na-
pięciowego 

Rys. 1-418. Charakterystyka sterowania prą-
dowego 

Rys. 1-419. Zależność współczynnika wzmoc-
nienia prądowego od prądu kolektora 

Rys.1-420. Zależność częstotliwości fh21 

od prądu kolektora 
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Rys. 1-421. Zależność częstotliwości granicznej 
od prądu kolektora 
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Rys. 1-422. Zależność całkowitej mocy strat 
od temperatury otoczenia 
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Rys. 1-423. Obszary zastosowania tranzy-
stora 

/ — dopuszcza lny o b s z a r z a s to sowan ia p r z y z a c h o w a n i u 
g ran icznych w a r u n k ó w m i ę d z y b a z ą a emi te rem, II — 

d o d a t k o w y o b s z a r z a s to sowan ia t r anzys to r a z a b l o k o -
w a n e g o przy — UBE 1 ,5 V, III— obszar z a s to sowan ia 
w czasie p rze łączan ia d la z a b l o k o w a n e g o t r a n z y s t o r a 

p r z y - UBE « 1,5 V, i P < 75 m J 

150 tj[°C] 200 

Rys. 1-424. Zależność prądu zerowego kolek-
tora od temperatury złącza 


